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【背景】Si基板上薄膜熱電材料は、メンテナンスフリー、自立発電可能、Siプロセスとの高い整

合性の観点で、IoT センサ用電源として期待されている。熱電特性向上のためには、高い出力因

子と低い熱伝導率が求められるが、それらの相互依存のため同時実現は難しい。近年、Dirac, Weyl

電子系を有する材料が、その特徴的電子状態を反映して高い S2を示すことが報告された[1]。我々

は、Dirac-like な電子系を有する、Si 材料系の B20 型 CoSi（-CoSi）に注目した。これまで、単

一結晶相の-CoSi薄膜を Si基板上に作製することには成功したが[2]、その電子状態と熱電特性の

関係については未解明であった。本研究では、光学的手法と理論計算を組み合わせて-CoSi 薄膜

/Siの電子状態を分析し、熱電特性に与える影響を明らかにすることを目的とする。 

【方法】超高真空分子線エピタキシー装置を用いて-CoSi薄膜を Si基板上に成長した。Si(111)基

板上に Siバッファ層を 30 nm程度蒸着し、Si清浄表面を取得した。室温あるいは 100ºCで Coと

Si を同時蒸着することで、準安定相の c-CoSi 薄膜を形成した。その後、100-400ºC でポストアニ

ールを施すことで-CoSi薄膜を形成した。結晶構造評価には、反射高速電子回折法（RHEED）、X

線回折法（XRD）を、熱電特性評価には、自作電気特性測定装置、ZEM-3（アドバンス理工）、2

薄膜熱伝導率計（アドバンス理工）を用いて評価した。電子状態評価には、X 線光電子分光法、

フーリエ変換型赤外分光法を、電子状態計算には、第一原理計算法を用いた。 

【結果】Figure 1は 400ºCアニールした試料の XRDスペクトルである。-CoSiに由来するピーク

が確認され、単一結晶相の-CoSi薄膜形成に成功したことが分かる。さらに、本-CoSi薄膜/Siは、

計算値よりも高いゼーベック係数を示した。本講演では、

この S増大機構を電子状態の観点から詳述する。 
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